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Конструкция распространенного в атомной промышленности источника гамма-излучения на основе Se75 предусматривает помещение порошка (гранул) Se в герметичный ванадиевый контейнер. В процессе эксплуатации  при повышенной температуре происходит реакционная диффузия компонентов источника с образованием жидкой фазы и химических соединений с относительно низкой температурой плавления. Так, селен плавится при 217оС. При контакте селена с ванадием образуются легкоплавкая эвтектика и относительно тугоплавкие интерметаллиды VSe, V2Se3, VSe2 , имеющие кристаллические решетки с низкой симметрией и, соответственно, с малой плотностью и относительно большим атомным объемом. Образование жидкой фазы и продуктов реакционной диффузии приводит к деформации источника и изменению его физических параметров, а в конечном счете – к его разрушению.
Избежать описанного эффекта можно, если подавить взаимную диффузию и образование жидкой фазы, заранее переведя селен в состояние тугоплавкого химического соединения, например, в форме фазы VSe2 с температурой плавления около 1000оС. В этом случае можно ожидать резкого замедления диффузии между материалами селен-содержащей активной «начинки» источника и его ванадиевой оболочки. При этом полностью исключается образование жидкой фазы в процессе диффузии (т.е. в процессе эксплуатации).

Разработана металлургическая технология получения интерметаллида VSe2 с заданным отклонением от стехиометрии, обеспечивающая стабильность формы и размеров датчика и его физических параметров в течение всего срока службы источника. Технология основана на термомеханической обработке смеси порошков ванадия и селена с получением наноразмерного порошка селенида ванадия. Получение практически чистого соединения VSe2 подтверждено рентгеноструктурным анализом.
